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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розробка імплантів для лікування патології нервової системи з використанням ниткопобідних мікро- та
нанокристалів кремнію

Назва роботи англійською:
Development of implants for the treatment of pathologies of the nervous system using silicon micro- and
nanowires

Реферат українською:
Об'єкти досліджень: периферійний нерв за умов травми та хірургічного лікування із використанням
ниткоподібних кристалів кремнію; нейрон - нитковидний кристал кремнію в якості польового
нанотранзистора у фізіологічному середовищі. Мета роботи: встановлення особливостей формування
інтерфейсу "нейрон - нитковидний кристал кремнію"; розробка методів керування властивостями
інтерфейсу; знаходження оптимальних умов формування інтерфейсу для природної регенерації нервів і для
вживлення імплантатів. Методи дослідження та апаратура: формування інтерфейсу проводили в
експериментах in vivo та in vitro. Експерименти in vivo було проведено на щурах лінії Вістар, яким було
відтворено важку травму периферійного нерва з подальшим хірургічним лікуванням із використанням
нитковидних кристалів кремнію. У термін 1 та 3 тижні після проведення хірургічного втручання було
проведено забір матеріалу, а саме, ділянки травми периферійного нерва та проведено морфологічне
дослідження із використанням загальногістологічних та нейрогістологічних методів. Експерименти in vitro
було проведено на живих нейронах, які розміщувались у фізіологічному середовищі, наближеному до
середовища живої істоти. В цих експериментах для визначення механізму формування інтерфейсу було
використано польовий нанотранзистор на основі нитковидного кристалу кремнію.

Реферат англійською:
Objects of research: peripheral nerve injury in conditions and surgical treatment using silicon whiskers; neuron -
Threaded crystal silicon as nanotranzystora field in a physiological environment. The purpose of the work:
Installation of the interface features of formation "neuron - Threaded crystal silicon", Development of methods to
control the properties of the interface, Finding the optimal conditions for the formation of natural regeneration
interface nerves and implants. Methods and apparatus: Formation of interfaces was carried out in experiments in
vivo and in vitro. Formation of interfaces in vivo experiments was carried out by simulation of sciatic nerve injury
in rats of Wistar line and following recovery of the nerve using silicon wires. In the period of 1 and 3 weeks after
surgery, we prepared slices of the interfaces to carry out histological study. Experiments in vitro were carried out
on live neurons, which were placed in a physiological environment, close to the environment of living beings. In
these experiments to determine the mechanism of the interface forming, we used field effect nanotransistors
prepared of silicon wires.
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Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Спосіб електростимуляції регенерації нервових тканин з використанням
нитковидних кристалів кремнію

Назва НТП англійською: The method of electrical stimulation of the nerve regeneration using using silicon
whiskers

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
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Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Спосіб, що пропонується, дозволяє проводити стимуляцію регенерації в широкому діапазоні
травм нервової системи, у тому числі з великим дефіцитом нервової тканини. Для цього, наприклад, можуть
бути використані нитковидні кристали кремнію, вирощені за технологією температурно-залежних газо -
транспортних хімічних реакцій довжиною від одиниць мікронів до 10 см та поперечним перетином від 10 нм
до декількох сотен мікрометрів.

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
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